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TI Thermal vacuum vaporization apparatus comprises a vacuum chamber assembly 
with a plasma etching-vacuum chamber, a chamber, for 
vaporizing the organic layer and a chamber for vaporizing the 
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NOVELTY - Thermal vacuum vaporization apparatus comprises a vacuum chamber 
assembly (1) formed as a connecting body of the plasma etching-vacuum chamber 
(1A) , the chamber (IB) for vaporizing the organic layer and the chamber (1C) for 
vaporizing the metallic layer. The chamber (IB) and the chamber (1C) are emptied 
using a pump system (2) to form a vacuum. 

DETAILED DESCRIPTION - Preferred Features: A sample holder (3a5) is 
inserted by a magnetic slide rod (3al) into the plasma etching-vacuum chamber and 
further into the chamber (IB) . The holder is transferred on the sample seat (3b4) 
of the rod. 

The three chambers (1A, IB, 1C) are integrated in one body using high 
vacuum valves (11, 12) .' 

USE - Used for organic electroluminescent diodes . 
ADVANTAGE - The vaporization processes are simplified. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a side view of the 
thermal vacuum vaporization apparatus. 

Vacuum chamber assembly 1 

Plasma etching-vacuum chamber 1A 
chamber for vaporizing the organic layer IB 
Chamber for vaporizing the metallic layer 1C Pump system 2 
Slide rod 3al 

Sample holder 3a5 
Sample seat 3b4 
Dwg . 1A/ 4 
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Thermische Vakuum-Aufdampf-Anlage fur organische Elektrolumineszenzdioden 



Thermische Vakuum-Aufdampf-Anlage fur organische 
Elektrolumineszenzdioden, die aufweist: einen Vakuum- 
kammersatz (1), der aufweist: 

a) eine Plasmaatz-Vakuumkammer (1A), die au&en mit ei- 
nem Schwenkverschluss (1A3) versehen ist, 

b) eine Kammer (1B) zum Aufdampfen der organischen 
Schicht, die innen mit einem Vakuum-Arm (1B1) und au- 
fcen mit einem Schwenkverschluss (1B3) und mehreren 
Einspeiseoffnungen (1B2) ausgerustet ist; und 

c) eine Kammer (1C) zum Aufdampfen der metallischen 
Schicht die innen mit einem Vakuum-Arm (1C1) und au- 
Ben mit einem Schwenkverschluss (1C3) und mehreren 
Einspeiseoffnungen (1C2) ausgerustet ist; 

ein Pumpsystem (2), das aufweist: 

a) eine Kryopumpe (21 ) r die unten an der Kammer (1B) 
zum Aufdampfen der organischen Schicht angebracht ist; 
und 

b) eine Vakuum-Turbomolekularpumpe (22), die unten an 
der Kammer (1C) zum Aufdampfen der metallischen 
Schicht angebracht 1st; 

ein Masken-Handling (3), das aufweist: 

a) zwei magnetische Schieberstangen (3a 1, 3b1), die 
rohrformig ausgebildet sind und auflen mit je einem au- 
Ben an der magnetischen Schieberstange (3a 1, 3b1 ) gleit- 
fahigen Magneten (3a2 f 3b2) versehen sind, wahrend sie 
innen mit je einer Innenstange (3a3, 3b3) ausgerustet 
sind, die beide von dem jeweiligen Magneten (3a2, 3b2) 
in Bewegung gebracht sind; 

b) zwei Probensitze (3a4, 3b4), die an einem Ende der ma- 
gnetischen Schieberstangen (3a1, 3b1) befestigt sind; 
und 

c) einen Probenhalter (3a5), der am Probensitz (3a4, 3b4) 
anbringbar ist; 

dadurch gekennzeichnet, dass der Vakuumka mm ersatz 
(1) als Verbindungskorper der Plasmaatz-Vakuumkammer 
(1A), der Kammer (1B) zum Aufdampfen der organischen 
Schicht und der Kammer (1C) zum Aufdampfen der me- 
tallischen Schicht ausgebildet ist, wobei die Kammer (1B) 
zum Aufdampfen der organischen Schicht und die Kam- 
mer (1C) zum Aufdampfen der metallischen Schicht mit- 
tels des Pumpsystems (2) bis zum Vakuumzustand ent- 
leert sind, und dass der Probenhalter (3a5) durch die an 
einem Ende mit dem Probensitz (3a4) versehene, magne- 
tische Schieberstange (3a1) in die Plasmaatz-Vakuum- 
kammer (1A) und weiter in die Kammer (1B) zum Auf- 
dampfen der organischen Schicht gebracht werden kann, 
woraufhin der am Probensitz (3a4) befindliche Probenhal- 
ter (3a5) mittels des Vakuumarms (1B1) der Kammer (1B) 
zum Aufdampfen der organischen Schicht auf den Pro- 
bensitz (3b4) der magnetischen Schieberstange (3b1) 



ubertragbar ist und woraufhin der Probenhalter (3a5) in 
die Kammer (1B) zum Aufdampfen der organischen 
Schicht und weiter in die Kammer (1C> zum Aufdampfen 
der metallischen Schicht gebracht ist. 




163 1 



BUNDESDRUCKEREI 06.01 501 340/200/30A 



1 



BOEHMERT & BOEHMERT 

ANWALTSSOZ1ETAT 



Bodmm & Bocbacn • P.OJ1 10 71 27 • D-I807I E 



Deutsches Patent- und Markenamt 
Zweibriickenstr. 12 
80297 Mtinchen 



DR -WG. KARL BOEHMERT, pa <l«*.WJ) 

DBL-INO. ALBERT BOEHMERT. PA (19CQ-JW) 

WILHELM J. H. STAHLBERG, RA, Braa 

DR-DJG. WALTER HOORMANN, PA*. Brsaa 

DIPL-PHYS. DR. HEINZ OODDAR, FA'.KMn 

DR-WG. ROLAND UESEGANG, PA*. MOodm 

WOLF-DIETER KUNTZE RA, taa. Alia*: 

DIPL-PHYS. ROBERT MONZHUBER, PA (IM3-199X) 

DR LUDWIO KOUKER, RA. Br»h> 

DR. (CHEM.) ANDREAS WWKLER. PA", Brcna 

MICHAELA HUTH-OIERIG, OA. MQnda 

DIPL-PHYS. DR. MARION TONHARDT. PA*. B***» 

DR ANDREAS EBERT-WHDENFELLER, RA. Branm 

DIPL-WO. EVA UESEOANO. PA*. Mbthn 

DR AXEL NORDEMANN. RA, Boto 

DIPL-PHYS. DR. DOROTHEE WEBER-BRULS, PAM 

DIPL-PHYS. DR. STEFAN SCHOHE.PA\Mnnd« 

DKJHO. MATTHIAS PHJLJPP, pa*. BkfcfiU 

DR. MARTIN W1RTZ, RA. DQadtaf 

DR. DETMARSCHAFER.RA,B«iiM 

DR IAN BERND NORDEMANN, LLM., RA. fato 




PROF. DR. WILHELM NORDEMANN. RA, BRB* 
DIPL-PHYS. EDUARD BAUM ANN. PA< 
DR.4NO. GERALD KLOPSCH, PA*. 
D1PL.-WO. HANS W. GROENING, PA*. 
DIPL.-ING. SIEGFRIED SCHJRMER, PA*. Bkfcfcu 
DIPL-PHYS. LORENZ HANEWINKEL. PA- 
DIPWNG. DR. JANTONWES.PARA.IOd 
DIPL-PHYS. CHRISTIAN BIEHL.PA*.Kid 
OIPL-PHYS. DR.-WG. LAVE MAN ASS E, Pa' 
DR. CHRISTIAN CZYCHOWSKL RA, Bsti» 
DR. CARL-RICHARD HAARMANN. RA. 
DIPL-PHYS. DR. THOMAS L B1TTNER. PA' 
DR. VOLKER SCHMITZ, RA. Mfiechen 
DffL-PHYS. CHRISTIAN W. APPELT, PAM 
DR ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL RA° P 
KERSTIN MAUCH, LLM., UA, Potato 
DIPL-BIOL DR. IAN B. KRAUSS, PA 
JtJRGEN ALBRECHT. RA. Mok*» 
ANKE SIEBOLD, RA. bom 
DR KLAUS TIM HROCKER, RA. Beria 
ANDREAS DUSTMANN, LLM,RA. 



taZn 



DIPL.-CHEM DR. HANS ULRICH MAY. PaM 



Ihr Zeichen 
Your ret 

Neuanmeldung 
Gebrauchsmuster 



IhrSchrcibcn 
Your letter of 



Unser Zeichen 
Ourref. 

P10091 



Bremen, 

09. April 2001 



Precision Instrument Development Center National Science Council the Executive Yuan, No. 
20, R&D Road VI, Hsinchu Science-Based Industrial Pack, Hsinchu City, Taiwan, R.O.C. 
„Thermische Vakuum-Aufdampf-Anlage fur organische Elektrolumineszenzdioden" 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine thermische Vakuum-Aufdampf-Anlage fur 
organische .Elektrolumineszenzdioden, insbesondere eine thermische Vakuum-Aufdampf- 
Anlage, durch die die Verfahren von PlasmaStzen, Aufdampfen der organischen Schicht und 
Aufdampfen der metallischen Schicht bei der thennischen Beschichtung fiir organische Elek- 
trolumineszenzdioden integriert sind. AuBerdem sind ein Pumpsystem, ein Vakuum-Arm und 
ein Maske-Handling benutzt, urn eine Vakuumsauberkeit in der Arbeitskammer zu erreichen 
sowie die thennisch beschichteten Proben zu positionieren und transportieren. 
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Die organische Elektrolumineszenz-Anzeige wird als neue Technologie der Flachanzeige, 
weil sie eine rektifizierende und beleuchtende Wirkung aufweist. Bei Anwendung auf die 
Anzeige hat die organische Elektrolumineszenz-Anzeige weitere Vorteile wie Selbstbeleuch- 
tung, weiter Sehwinkel, hohe Leuchtdichte und niedriger Stromverbrauch. Die organische 
Elektrolumineszenzdiode verwendet das Material von organischem Compound, das selbst 
leuchtfahig ist, ohne eine Lichtquelle hinter LCD-Anzeige vorsehen zu miissen, so dass der 
Stromverbrauch erheblich reduziert ist. Dariiber hinaus ist sie sehr dunn (nur etwa 2mm), und 
sie kann auf ein Bildsignal schnell reagieren. Die organische Elektrolumineszenzdiode kann 
gemaB Elementmaterialsystem in OLED und PLED (Polymer-Leuchtdiode) aufgeteilt wer- 
den. Die auf der Farbe basierte OLED (organische Leuchtdiode) hat Vorteile wie niedriger 
Stromverbrauch, diinne {Configuration, hohe Helligkeit, weiter Sehwinkel, weiter Bedie- 
nungsbereich, hohe Leuchteffizienz und einfaches Herstellungsverfahren. Die PLED (Poly- 
mer Leuchtdiode) basiert auf einem Polymer. Die OLED and PLED sind in den Eigenschaften 
sehr unterschiedlich. Die Ausstattungskosten von OLED sind hoher, da die OLED das Vaku- 
umverfahren braucht, wahrend die PLED wie CD-R das Drehbeschichtungsverfahren ver- 
wendet, so dass die Ausstattungskosten niedrig sind. Die OLED hat zwar die Vorteile von 
leichter FSrbung und stabilem Herstellungsverfahren, aber sie hat die Nachteile von hoher 
Antriebsspannng, niedrigerem Produktionsvolumen und aufwendiger Investition. Daher ist 
OLED in der Zukunft fur die Farbprodukte mit hohem Preis und hohem Mehrwert geeignet, 
wahrend PLED fur einfarbige Produkte mit hohem Produktionsvolumen geeignet ist. Es ist 
daher gezielt, dass die Herstellungskosten erniedrigt ist, ohne die Fertigungsqualitat von 
OLED zu verlieren, urn die Konkurrenzfahigkeit auf dem Markt zu bekommen. 

OLED benotigt das Vakuumverfahren. Die dabei fiir die Produktqualitat wichtigsten Verfah- 
ren sind das Plamaatzen, das Aufdampfen der organischen Schicht und das Aufdampfen der 
metallischen Schicht. Die von den Verfahren benQtigten Anlagen sind alle sehr teuer, die sich 
nur ein GroBkonzern leisten kann. Bei der Massenfertigung sind die Kosten der von den Ver- 
fahren benotigten Anlagen noch unvorstellbar. Die organische Elektrolumineszenz- 
Technologie ist schnell entwickelt, denn sie ist in Verfahren viel leichter als LED. AuBerdem 
setzten sich eine Menge von Unternehmen und Forschunginstituten fur unterschiedliche Ent- 
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wicklungsprojekte ein. Die relevanten Anlagen sind meist nur fur die Massenfertigung be- 
stimmt Auf Grund der Kosten sind die Anlagen nicht leicht zu bekommen. Ohne die Anlagen 
ist die Entwicklung aber schwer weiter durchfiihrbar, so dass viele Verkaufschancen auf dem 
Markt verloren sind. 

Von daher ist es Aufgabe der Erfindung, diese oben erwahnten Mangel zu beseitigen und eine 
thermische Vakuum-Aufdampf-Anlage fur organische Elektrolumineszenzdioden zu schaffen, 
bei der die drei Kammern in einem Ganzen zum Aufdampfen integriert sind, wodurch die 
Aufdampfprozesse vereinfacht sind und somit die Anlagenkosten erheblich reduziert sind. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine thermische Vakuum- 
Aufdampf-Anlage filr organische Elektrolumineszenzdioden zu schaffen, bei der jede Kam- 
mer mit einem Vakuum-Arm versehen ist, der ausziehbar sowie oben und unten urn 45° 
schwenkbar ist, urn den die ITO-Maske aufhehmenden Probensitz 3a5 bis zu einer richtigen 
Aufdampfstelle zu positionieren. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine thermische Vakuum- 
Aufdampf-Anlage fur organische Elektrolumineszenzdioden zu schaffen, bei der die aus Sa- 
marium (Sm) und Kobalt hergestellten, magnetischen Schieberstangen in Vakuumraumen 
beweglich sind, so dass die aufgedampften Substrate verschiebbar sind. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine thermische Vakuum- 
Aufdampf-Anlage filr organische Elektrolumineszenzdioden zu schaffen, bei der jede Ram- 
mer mit einem Pumpsystem ausgerOstet ist, urn einen reinen Vakuumzustand wShrend der 
Aufdampfprozesse innerhalb der Kammern zu behalten. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine thermische Vakuum- 
Aufdampf-Anlage filr organische Elektrolumineszenzdioden zu schaffen, bei der die drei 
Kammern mittels Hochvakuumventile in einem KOrper integriert sind, damit jeder Auf- 
dampfprozess innerhalb der Kammern reibungslos durchfiihrbar ist. 
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Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine thermische Vakuum- 
Aufdampf-Anlage fiir organische Elektrolumineszenzdioden zu schaffen, bei der jede Kam- 
mer je nach Bedarf mit einer Dickenmesseinrichtung, einem Temperaturfiihler und einem 
Vakuummeter versehen ist. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine thermische Vakuum- 
Aufdampf-Anlage fiir organische Elektrolumineszenzdioden zu schaffen, bei der eine Schutz- 
haube jeweils in drei Kammern untergebracht ist, urn das Herausnehmen der Proben und die 
Wartung zu erleichtern, wodurch die an Folien hinterlassene Aufdampfschicht leicht gereinigt 
werden kann. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost durch eine thermische Vakuum-Aufdampf- 
Anlage gemSB Anspruch 1. 

In Vergleich zu dem Stand der Technik weist die erfindungsgemaBe thermische Vakuum- 
Aufdampf-Anlage fur organische Elektrolumineszenzdiode die folgenden Vorteile auf: 

1 . Die Produktqualitat bleibt bestehen und die Aufdampfprozesse sind vereinfachbar, so dass 
die Anlagenkosten erheblich reduziert sind 

2. Das ttberwachungspersonal ist erheblich herabgesetzt, urn die Effizienz zu erhohen. 

3. Auf Grund von niedrigen Kosten kSnnen die gewohnlichen Forschungsinstitute die Anla- 
gen bekommen. 

Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden deutlich beim Lesen der 
folgenden Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsformen, die auf die beigefiigten Zeichnun- 
gen Bezug nehmen; es zeigen: 
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Fig. 1(A) eine Seitenansicht einer thermischen Vakuum-Aufdampf- Anlage gemaB einer 
besonderen Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 1 (B) eine Draufsicht der Anlage von Figur 1(A); 

Fig. 2 eine Draufsicht der Anlage von Figur 1(A) mit der Anordnung von Peripherie- 

geraten; 

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Anlage von Figur 1 (A); 

Fig. 4(A) eine schematische Darstellung der Anlage von Figur 1(A) beim Ausftihren von 
Plasmaatzen; 

Fig. 4(B) eine schematische Darstellung der Anlage von Figur 1(A) beim Ausfuhren vom 
Aufdampfen der organischen Schicht; 

Fig. 4(C) eine schematische Darstellung der Anlage von Figur 1(A) beim Auswechseln 
von Masken; und 

Fig. 4(D) eine schematische Darstellung der Anlage von Figur 1(A) beim Ausfuhren vom 
Aufdampfen der metallischen Schicht. 

Bezugnehmend auf die Fig. 1(A), 1(B) und 2 weist die thermische Vakuum-Aufdampf- 
Anlage fiir organische Elektrolumineszenzdioden gemaB einer besonderen Ausfiihrungsform 
der vorliegenden Erfindung hauptsachlich einen Vakuumkammersatz 1, ein Pumpsystem 2 
und ein Masken-Handling 3 auf. Der Vakuumkammersatz 1 besteht aus einer Plasma&tz- 
Vakuumkammer 1A, einer Kammer IB zum Aufdampfen der organischen Schicht und einer 
Kammer 1C zum Aufdampfen der metallischen Schicht, die drei mittels Hochvakuumventile 
11, 12 in einem Kdrper integriert sind. Die Plasmaatz-Vakuumkammer 1A ist auBen mit ei- 
nem Schwenkverschluss 1A3 und einem Entlastungsventil 1A4 versehen. Die Kammer IB 
zum Aufdampfen der organischen Schicht weist einen Vakuum-Arm 1B1 auf, der beim Fan- 
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gen ausziehbar sowie oben und unten um 45° schwenkbar ist. AuBerdem ist die organische 
Beschichtungskammer IB auBen mit einem Schwenkverschluss 1B3, mehreren EinspeiseSfF- 
nungen 1B2 und einem Entlastungsventil 1B4 versehen. Die Kammer 1C zum Aufdampfen 
der metallischen Schicht weist einen Vakuum-Arm 1C1 auf, der beim Fangen ausziehbar so- 
wie oben und unten um 45° schwenkbar ist. AuBerdem ist die Kammer 1C zum Aufdampfen 
der metallischen Schicht auBen mit einem Schwenkverschluss 1C3,. mehreren Einspeiseoff- 
nungen 1C2 und einem Entlastungsventil 1C4 versehen. Das Pumpsystem 2 weist eine unten 
an der Kammer IB zum Aufdampfen der organischen Schicht angebrachte Kryopumpe 21 
und eine unten an der Kammer 1C zum Aufdampfen der metallischen Schicht angebrachte 
Turbomolekular-Vakuumpumpe 22 auf. Die Kryopumpe 21 ist mittels eines Hochvakuum- 
ventils 13 mit dem Unterteil der Kammer IB zum Aufdampfen der organischen Schicht ver- 
bunden, wahrend die Vakuum-Turbomolekularpumpe 22 mittels eines Hochvakuumventiis 14 
mit dem Unterteil der Kammer 1C zum Aufdampfen der metallischen Schicht verbunden ist. 
Das Masken-Handling 3 weist zwei magnetische Schieberstangen 3al, 3bl und zwei Proben- 
sitze 3a4, 3b4 auf, wobei die magnetischen Schieberstangen 3al, 3bl rohrfbrmig ausgebildet 
sind und auBen mit je einem Magneten 3a2, 3b2 versehen sind, wahrend sie innen mit je einer 
Innenstange 3a3, 3b3 ausgeriistet sind, die beide von dem jeweiligen Magneten 3a2, 3b2 in 
Bewegung gebracht sind. Die Probensitze 3a4, 3b4 sind an einem Ende der magnetischen 
Schieberstangen 3al, 3bl befestigt oder damit 16sbar verbunden, wahrend ein Probenhalter 
3a5 am Probensitz 3a4, 3b4 anbringbar ist Der Vakuumkammersatz 1 ist der Verbindungs- 
k6rper der PlasmaStz-Vakuumkammer 1A, der Kammer IB zum Aufdampfen der organischen 
Schicht und der Kammer 1C zum Aufdampfen der metallischen Schicht, wobei die Kammer 
IB zum Aufdampfen der organischen Schicht und die Kammer 1C zum Aufdampfen der me- 
tallischen Schicht mittels des Pumpsystems 2 bis zum Vakuumzustand entleert sind. Der Pro- 
benhalter 3a5 kann durch die an einem Ende mit dem Probensitz 3a4 versehene, magnetische 
Schieberstange 3al in die Plasmaatz-Vakuumkammer 1A und weiter in die Kammer IB zum 
Aufdampfen der organischen Schicht gebracht werden, woraufhin der am Probensitz 3a4 be- 
findliche Probenhalter 3a5 mittels des mechanischen Vakuumarms 1B1 der Kammer IB zum 
Aufdampfen der organischen Schicht auf den Probensitz 3b4 der magnetischen Schieberstan- 
ge 3bl ubertragbar ist, und woraufhin der Probenhalter 3a5 in die Kammer IB zum Aufdamp- 
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fen der organischen Schicht und weiter in die Kammer 1C zum Aufdampfen der metallischen 
Schicht gebracht ist. Damit die Vakuumkamxner einen richtigen Vakuumzustand erreicht, 
kann ein erster Absaugschritt in der Vakuumkammer von einer Trockenpumpe des Periphe- 
rieger&ts im voraus ausgefuhrt werden. 

Aus Fig. 4(A) ist ersichtlich, dass der erste Schritt des Verfahrens derart ausgefiihrt wird, dass 
der Schwenkverschluss 1A3 der Plasmaatz-Vakuumkammer 1 A geOffhet wird, wobei die am 
Probenhalter 3a5 befindliche ITO-Maske M auf den Probensitz 3a4 der linken magnetischen 
Schieberstange 3al gelegt wird, wahrend der Schwenkverschluss 1 A3 und das Hochvakuum- 
ventil 11 verschlossen werden, woraufhin die Innenstange 3a3 von dem Magneten 3a2 derart 
gesteuert wird, dass der Probensitz 3a4 an der richtigen Stelle innerhalb der Plasmaatz- 
Vakuumkammer 1 A positioniert ist und somit das Plasmaatzen auszufuhren ist, urn die Ober- 
fl&che der ITO-Maske M sauberzumachen und somit das Haftvermogen zu erhohen. 

Nach dem Plasmaatzen erreicht die ITO-Maske M die benotigte Sauberkeit, woraufhin das 
Hochvakuumventil 1 1 geSffhet wird und die Innenstange 3a3 waagrecht in die Kammer IB 
zum Aufdampfen der organischen Schicht geschoben wird, woraufhin der Vakuum-Arm 1B1 
den die ITO-Maske M aufhehmende Probenhalter 3a5 bis zur Aufdampfstelle fiir die ITO- 
Maske M bringt. Der Magnet 3a2 wird manipuliert, damit die Innenstange 3a3 die Kammer 
IB zum Aufdampfen der organischen Schicht verlaBt. AnschlieBend werden die Hochvaku- 
umventile 11, 12 geschlossen. Das vom Aufdampfen benotigte, organische Material kann 
durch die Einspeiseoffhungen 1B2 im voraus eingespeist werden. Das Hochvakuumventil 13 
wird geSfinet, wobei ein Vorpumpen durch die Trockenpumpe 23 (siehe Fig. 2) ausgefiihrt 
wird. Wird ein Druck von 10' 2 Torr erreicht, wird die Kryopumpe 21 in Betrieb gesetzt, wor- 
aufhin ein Hochvakuum-Abpumpen innerhalb der Kammer IB anfangt. Wird ein Druck von 
10" 6 Torr erreicht, werden die Hochvakuumventile 13, 12 geschlossen. Der Netzschalter wird 
eingeschaltet, urn die vier Farbmittel zu drehen und zu erhitzen, wodurch das thermische Auf- 
dampfen einer optischen Schicht durchzufuhren ist. Wahrend der Aufdampfprozesse wird die 
Temperatur durch einen thermischen Koppler auf 600 bis 800°C eingestellt. Ist das Aufdamp- 
fen der organischen Schicht fertig, wird das Hochvakuumventil 12 geoffhet, urn den mittleren 
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Vakuumbereich zu halten. Danach wird der Magnet 3b2 manipuliert (siehe Fig. 4(C)), urn die 
Innenstange 3b3 der rechten, magnetischen Schieberstange 3bl in die Kammer IB einzu- 
schieben, woraufhin der die ITO-Maske M aufhehmende Probenhalter 3a5 durch den Vaku- 
um-Arm 1B1 bis zum Probensitz 3b4 der Innenstange 3b3 gebracht wird. AnschlieBend wird 
das Aufdampfen der metallischen Schicht durchgefiihrt (siehe Fig. 4(D)). Der Magnet 3b2 
wird manupuliert, damit der Probensitz 3b4 durch die Innenstange 3b3 in die Kammer 1C 
zum Aufdampfen der metallischen Schicht eingeschoben wird. Das Hochvakuumventil 12 
wird geschlossen, woraufhin der Vakuum-Arm 1C1 den die ITO-Maske M aufhehmenden 
Probenhalter 3a5 bis zur Aufdampfsstelle ffir die ITO-Maske M bringt Das vom Aufdampfen 
benotigte, metallische Material kann durch die Einspeiseoffimngen 1C2 im voraus eingespeist 
werden. Das Hochvakuumventil 14 wird geSffhet, wobei ein Vorpumpen durch die Trocken- 
pumpe 24 (siehe Fig. 2) ausgefthrt wird. Wird ein Druck von 10' 2 Torr erreicht, wird die Va- 
kuum-Turbomolekularpumpe 22 in Betrieb gesetzt, woraufhin ein Hochvakuum-Abpumpen 
innerhalb der Kammer 1C anfSngt. Wird ein Druck von 10" 6 Torr erreicht, wird das Hochva- 
kuumventil 14 geschlossen. Der Netzschalter wird zum Drehen eingeschaltet, wobei die vier 
Farbmittel erhitzt werden, urn thermisches Aufdampfen einer optischen Schicht durchzufiih- 
ren. Wahrend der Aufdampfprozesse wird die Temperatur durch einen thermischen Koppler 
auf 600 bis 800°C eingestellt. 1st das Aufdampfen der metallischen Schicht fertig, wird das 
Entlastungsventil 1C4 geSffhet, wobei die aufgedampfte ITO-Maske M herausgenommen 
wird. Daher ist das ganze Verfahren fertig. Es ist zu beachten, dass jede Kammer mit einem 
Entlastungsventil 1A4, 1B4, 1C4 versehen ist Nach jedem Prozess muss der Luftdruck inner- 
und auBerhalb der Kammer durch die Entlastungsventile 1 A4, 1B4, 1C4 reguliert werden, um 
die Sicherheit zu gewahrleisten. 



Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt, vielmehr er- 
geben sich fiir den Fachmann im Rahmen der Erfindung vielfeltige Abwandlungs- und Modi- 
fikationsmoglichkeiten. Insbesondere wird der Schutzumfang der Erfindung durch die An- 
sprilche festgelegt. 



BOEHMERT & BOEHMERT 

ANWALTSSOZLETAT 



P.O.B.107U7-D-2S071 



Deutsches Patent- und Markenamt 
Zweibriickenstr. 12 
80297 MQnchen 



DR AUG. KARL BOEHMERT, PA (l»Mm) 

DIPL-ING. ALBERT BOEHMERT, PA (1*02-1993) 

W1LHELM I. R STAHLBERQ, RA. Bmo 

DR. -INC. WALTER HOORMANN. PA*, Bran 

DD>L-PHVS. DR. HEINZ GODDAR, Pa'. Mftuta 

DR. -INC. ROLAND UESEGANO, PA*. M(krfa> 

WOLF-DIETER KUNTZE RA Bran. aOom 

DIPL-PHYS. ROBERT MCNZHUBER, PA (W3-1W2) 

DR. LUDWIG KOUKER, RA Brews 

DR. (CHEM.) ANDREAS WINKLER, PA*. Bream 

KflCHAELA HUTH-DIERIG, RA. Maada 

DIPL-PHYS. DR. MARION TONHARDT. PA*. Donate 

DR ANDREAS EBERT-WBDENFELLER, RA. Bmnen 

DIPL. -INC. EVA UESEOANG. PA*. Mondial 

DR AXEL NORDEMANN, RA. Bcrih 

DIPL-PHYS. DR DOROTHEE WEBER-BRULS.PA-.I 

DIPL.-PHYS. DR STEFAN SCHOHE. PA*. MflncAa 

DR.-ING. MATTHIAS PHILIPP. PA*. BkdcfeW 

DR MARTIN WIRTZ,RA.DDnddoff 

DR DETMAR SCHAFER, HA. Brawn 

DR JAN BERND NORDEMANN. LL M„ ra. Bafin 




PROF. DR. WttHELM NORDEMANN. RA, BRB* 
DIPL-PHYS EDUARD BAUMANN.PA' 
DR-INQ. GERALD KLOPSCH, PA' 
DIPL. -INC. HANS W. GROENING. PA' 
DIPL-ING. SIEGFRIED SCHIRMER, PA*. ftrkfeM 
DIPL-PHYS. LORENZ HANEWINKEL. PA*. 
DIPL-ING. DR. JAN TONNIES, PARA, Kid 
DIPL-PHYS. CHRISTIAN BffiHL, PA*. Kid 
DIPL-PHYS. DRW. UWE MANASSE, PA*. 
DR CHRISTIAN CZYCHOWSKI. RA, Berlin 
DR CARL-RICHARD HAARMANN, RA, Mom* 
DIPL-PHYS. DR, THOMAS L BJTTNER, PA*. 
DR. VOLKER SCHMTTZ. RA. M0nd» 
DIPL -PHYS. CHRISTIAN W. APPELT, PA*. M 
DR ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL. RA*. P« 
KERSTW MAUCH. LLM, RA. Pct*» 
DIPL. -BIOL DR. JAN B. KRAUSS, PA Mfccto 
JORGEN ALBRECHT. RA MQDda 
ANKE SEEBOLD, RA, Bremen 
DR. KLAUS TIM BROCKER, RA Berfn 
ANDREAS DUSTMANN, LLM. RA 



DIPL-CHEM. DR HANS ULRICH MAY. PA*. M 



Ihr Zeichen 
Your ref. 



Ihr Schreiben 
Your letter of 



Neuanmeldiing 
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P10091 



Bremen, 

09. April 2001 



Precision Instrument Development Center National Science Council the Executive Yuan, No. 
20, R&D Road VI, Hsinchu Science-Based Industrial Pack, Hsinchu City, Taiwan, R.O.C. 
„Hiermische Vakuu m-Aufdampf-Anlage fur organische Eletoolumineszenzdioden" 

AnsprQche 

1. Thermische Vakuum-Aufdampf-Anlage fur organische Elektrolumineszenzdioden, die 
aufweist: einen Vakuunikammersatz (1), der aufweist: 

a) eine Plasmaatz-Vakuunikammer (1 A), die auflen mit einem Schwenkverschluss (1A3> 
versehen ist, 

b) eine Rammer (IB) zum Aufdampfen der organischen Schicht, die innen mit einem 
Vakuum-Arm (1B1) und auBen mit einem Schwenkverschluss (1B3) und mehreren 
Einspeise6fthungen (1B2) ausgertistet ist; und 
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c) eine Kammer (1C) zum Aufdampfen der metallischen Schicht, die innen mit einem 
Vakuum-Arm (1C1) und auBen mit einem Schwenkverschluss (1C3) und mehreren 
EinspeiseSffhungen (1C2) ausgeriistet ist; 

ein Pumpsystem (2), das aufweist: 

a) eine Kryopumpe (21), die unten an der Kammer (IB) zum Aufdampfen der organi- 
schen Schicht angebracht ist; und 

b) eine Vakuum-Turbomolekularpumpe (22), die unten an der Kammer (1C) zum Auf- 
dampfen der metallischen Schicht angebracht ist; 

ein Masken-Handling (3), das aufweist: 

a) zwei magnetische Schieberstangen (3al, 3bl), die rohrffcrmig ausgebildet sind und 
auBen mit je einem auBen an der magnetischen Schieberstange (3al, 3bl) gleitfahigen 
Magneten (3a2, 3b2) versehen sind, wahrend sie innen mit je einer Innenstange (3a3, 
3b3) ausgeriistet sind, die beide von dem jeweiligen Magneten (3a2, 3b2) in Bewe- 
gung gebracht sind; 

b) zwei Probensitze (3a4, 3b4), die an einem Ende der magnetischen Schieberstangen 
(3al, 3b 1) befestigt sind; und 

c) einen Probenhalter (3a5), der am Probensitz (3a4, 3b4) anbringbar ist; 

dadurch gekennzeichnet, dass der Vakuumkammersatz (1) als VerbindungskQrper der 
Plasmaatz-Vakuumkammer (1A), der Kammer (IB) zum Aufdampfen der organischen 
Schicht und der Kammer (1C) zum Aufdampfen der metallischen Schicht ausgebildet ist, 
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wobei die Kammer (IB) zum Aufdampfen der organischen Schicht und die Kammer (1C) 
zum Aufdampfen der metallischen Schicht mittels des Pumpsystems (2) bis zum Vaku- 
umzustand entleert sind, und dass der Probenhalter (3a5) durch die an einem Ende mit 
dem Probensitz (3a4) versehene, magnetische Schieberstange (3al) in die PlasmaStz- 
Vakuumkammer (1 A) und weiter in die Kammer (IB) zum Aufdampfen der organischen 
Schicht gebracht werden kann, woraufhin der am Probensit2 (3a4) befindliche Probenhal- 
ter (3a5) mittels des Vakuumarms (1B1) der Kammer (IB) zum Aufdampfen der organi- 
schen Schicht auf den Probensitz (3b4) der magnetischen Schieberstange (3bl) ttbertrag- 
bar ist, und woraufhin der Probenhalter (3a5) in die Kammer (IB) zum Aufdampfen der 
organischen Schicht und weiter in die Kammer (1C) zum Aufdampfen der metallischen 
Schicht gebracht ist 

2. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die An- 
zahl der Einspeiseoffiiungen (1B2) acht betrSgt. 

3. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die An- 
zahl der Einspeiseofifhungen (1C2) sechs betragt. 

4. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass die drei Kammern (1A, IB, 1C) mittels Hochvakuumventile (11, 12) in einem 
Korper integriert sind. 

5. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Kryopumpe (21) mittels eines Hochvakuumventils (13) mit dem 
Unterteil der Kammer (IB) zum Aufdampfen der organischen Schicht verbunden ist, wSh- 
rend die Vakuum-Turbomolekularpumpe (22) mittels eines Hochvakuumventils (14) mit 
dem Unterteil der Kammer (1C) zum Aufdampfen der metallischen Schicht verbunden ist. 
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6. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Ansprttche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Vakuum-Arme (1B1, 1C1) innerhalb der Kammern (IB, 1C) 
manuell manipuliert sind. 

7. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Probensitze (3a4, 3b4) an einem Ende der magnetischen Schie- 
berstangen (3al, 3bl) fest oder damit lSsbar verbunden sind. 

8. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Ansprttche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Kryopumpe (21) und die Vakuum-Turbomolekularpumpe (22) 
mit je einer Trockenpumpe (23) versehen sind, durch die ein Vorpumpen durchgefiihrt 
wird. 

9. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Dickenmesseinrichtung o.S. zum Messen der aufgedampften 
Schicht innerhalb der Kammem (IB, 1C) vorgesehen ist 

10. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass ein thermischer Koppler oder andere Temperaturfuhler innerhalb der 
Kammern (IB, 1C) vorgesehen sind. 

11. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Ansprttche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass eine Schutzhaube jeweils innerhalb der Kammern (1 A, IB, 1C) vor- 
gesehen ist. 

12. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Ansprttche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Kammern (1A, IB, 1C) auBen mit je einem Entlastungsventil 
(1 A4, 1B4, 1C4) versehen sind. 
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13. Vakuum-Aufdampf-Anlage nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Kammem (1A, IB, 1C) aufien mit je mehreren Beobachtungs- 
fenstern versehen sind. 




S/2 



